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１．概要（Summary） 

シリコンは疲労破壊するが、金属材料とは対照的に破

壊につながる損傷の過程は見出されていない。そこで本

研究は、単結晶シリコンの疲労によって生じた結晶欠陥を

電子顕微鏡で観察することにより疲労破壊メカニズムを解

明することを目標とする。 
実験では、シリコンウエハに微細な疲労負荷集中部（ノ

ッチ）を作製した試験片に疲労負荷を与え、ノッチの先端

付近の変化を観察する。そこで、豊田工業大学ナノテクプ

ラットフォームに試験片の作製を依頼した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
マスクレス露光装置、RIE 装置、ダイシング装置 
【実験方法】 

① 3 インチシリコンウエハにマスクレス露光装置を使

用してノッチとダイシングマークのレジストパターン

を形成する。 
② DRIE 装置でノッチの形状を加工する。（深さ 150

μ程度） 
③ ダイシング装置で 6ｍｍ×44ｍｍの短冊状にウエ

ハをカットする。(3 インチのウエハから 10 本の試験

片を切り出す) 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した試験片 Fig.1 に示す。 
完成した試験片は繰返し圧縮荷重を負荷した後、走査

型電子顕微鏡（SEM）による観察を行った。 
負荷回数が 488万回の時点で、ノッチの先端付近の淵

に凹凸構造がみられた。反射電子像による観察を行った

ところ、その周囲でコントラスト差が確認された。当該箇所

の結晶状態を今後検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 (a) Specimen for fatigue test ,(b)Notch image 
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